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1.概要（Summary） 

申請者はこれまでに高強度レーザーと液体との相互作

用に関してその基礎的研究を長年続けてきた。その間、

レーザーを用いた材料合成の基本的プロセスであるレー

ザーアブレーションに関する研究に留まらず、X 線、テラ

ヘルツ波、音波/超音波発生に関する研究を精力的に行

ってきた。本研究では、テラヘルツ光を用いた吸収分光シ

ステムの作製においてテラヘルツ光を分岐するためのビ

ームスプリッタの作製を行う。具体的には特定の面方位

（100）を有するノンドープ Si 基板（厚み約 525 ミクロン）を

用い、基板内に約 100 ミクロン程度の薄さのエリアを作り

出すことで、テラヘルツ光が入射した際に 50%透過・50%

反射を行う基板の作製を行う。 

 

2.実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

・ヘリコンスパッタ装置（MPS-4000C1/HC1） 

・マスクアライナー（MA-20） 

・反応性イオンエッチング装置（RIE-10NRV） 

 

【実験方法】 

  作製方法としては、24mm 角の Si 基板上にヘリコンス

パッタ装置で約 200nm の Cr 膜を形成し、その上に直径

5 mm のフォトレジストパターンをマスクアライナーで作製

した。その後、Cr のエッチング液に約 1 分間浸漬して円

形パターン部分の Cr 膜を除去した。 

その後、①THMA ウエットエッチング液に浸漬しての

Si エッチング、②反応性イオンエッチング装置において

CF4 と Ar の混合ガスによるドライエッチングを試した。 

 

3.結果と考察（Results and Discussion） 

ウエットエッチングの系においては、Cr 部分のエッチン

グが比較的早く進んでマスクとして有効に働かず、均一な

エッチングを実現することができなかった。一方、②ドライ

エッチング（約 2 時間）においても、エッチング副生成物の

影響により均一かつテラヘルツ領域で平坦と見なせる面

内粗さの基板作製を行うことができなかった。（Fig. 1） 

 

Fig. 1 Surface roughness of dry etched Si substrate 

by RIE-10NRV 

そのため、24 mm 角 Si 基板をそのまま機械研磨（研磨

剤はアルミナ等）により 100 ミクロン程度まで薄片化し、ハ

ンドリングするための穴あき支持基板に固定することでビ

ームスプリッタとし、Thz 分光システムでの測定で有効な

データを得た。 
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